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図2.(a)50keV電子 ビームで描画 した線幡8nmのPMMAレ ジス トパ ターソの例











































































































図4'雛 離 繋 幅とサが ンド準位お・び… レ
一11一
位と線幅の関係を示す。これから、30nm程度の線幅にすればシソグルモードになることが期待できる。
これは、容易ではないがすでに実現可能な大きさである。
4,ま と め
このように研究レベルでは、レジスト分子オーダーや～10原:子間隔の極限加工が可能になってきてい
る。次の段階として量子効果の探索、解明や極限構造デバイスへの応用、実用的な極限構造加工技術の
開発研究が加速されよう。
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